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考慮 した Bardeen-Shockleyの考えを用いてきたが, Andersonl)は金属と半導体を co-
ntactさせると半導体の表面近 くで小さな Energygapは消失することを指摘 し,上の
事実の説明を試みているO彼の考えはSi,Ge等のCOValentな半導体の小さな energygap
は電子の多体効果によって生 じたものとし, 金属 と contact することによる金属
の電子の Screening効果により,界面近 くで半導体のenergygap は消失するという
ものである｡そのために半導体側の表面近くで Fermienergylevelの pinningがおこり
金属の種類によらない Schottkybarrierの高さの説明ができるとした｡ surfacestateの















九大教養 中 山 正 敏
MOS構造の半導体 (例えば si)中の電子構造は,通常有効質量近似によって計算
される｡酸化物 (例えば SiO2)との界面の影響は,界面近 くのポテンシャルが原子的
尺度で Si内部のポテンシャルから外れている事 を考えると, Si内部から入射 した
Bloch波の散乱として扱かうことができる｡ Sham-Nakayama [Phys.Rev.B20(1979)
7341によれば,この散乱は伝導帯の底近 くでは,散乱距離 α と谷 間結合係数 αによ∫
って表わされるo Siのバンドを記述する① k･p模型,および④LCAO模型を用い,
界面を,①では無限壁の位置,④では界面層の対角シフトをそれぞれパラメータとする
粗い模型で,計算 を行なった｡結果は,これらのパラメータの値に敏感であり,このこ
とは Bloch波の散乱が界面の微視的構造に敏感な性質を持つことを示唆しているO
実験的にも,㊨ (001)面におけるαの推定値のばらつき,④ Nicholas等による(001)
面でのランダウ準位の8本-の分裂,④(001)面からわずかに懐いた段丘構造を取ると
思われる面での.大きな谷間結合,④ (lil)面における試料による縮退度の違い(6重,
2 重 ),などの事実があり,これらのうちのいくつかは,界面の不均一性,界面の対称
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